
























渡 辺 雅 雄
イオンビームスパッタ法は他の蒸着法に比べて,蒸着速度が非常に遅いため化合物の混合比
を制御しやすく,またイオンビームを細 く収束させることによって小さな蒸着物質 (ターゲッ
ト)でも薄膜化することが可能である｡これらの特長を生かしてイオンビームスパッタシステ
ムを製作し,三元化合物薄膜の作製を試みた｡システムの製作にあたり重要な点はターゲット
をスパッタできるだけのエネルギーを持ったイオンビームを得ることにあり,そのためにイオ
ンビームガンを製作した｡製作の過程は以下の三段階,(1)放電部分,(2) 加速部分,(3) 収
束部分,を追って行った｡それぞれの趣旨は,いかに安定な放電を長時間持続させるか,生成
されたイオンをどのように引き出し,かつ有効にスパッタに寄与させるか,お互いのクーロン
反発力で発散したイオンをどのように収束させ密度の高いビームにするか,この三点に留意し
てガンを製作し,ターゲット上で60/AA直径 2mmのビームを得ることに成功した｡
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修士論文題目･アブストラクト
ターゲットをのせる台はスライ ドするようにしてあり,各台に二種類計四種類の物質を同時に
スパッタできる｡各物質の膜厚は1分ごとにコンピュータが読みこみ,初期状鮭の物質名とそ
の蒸着時間および混合比を指定すると,初期状態の物質の蒸着量と混合比から次の物質の蒸着
量を計算し,この値に達すると自動的にターゲットを切 り変える｡
このシステムでErlr4B4を薄膜化した｡この膜の回折パ ターンを図に示す｡
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